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Inventia se referd la optoelectronicd, si anume la tecurile se racesc pana la temperatura camerei si se
un procedeu de obtinere a materialului fotosensibil 5 amesteca intr-un raport determinat de valoarea X,
in bazd de semiconductor calcogenic amorf dupd care amestecul se depune pe un suport si se
Asy(ScSerx)s, care poate fi utilizat in calitate de usucd cu aer avand temperatura de pand la 40°C,
mediu de inscriere a imaginilor optice si holo- timp de 2 ore.
grafice, senzori optici, in microlitografie etc. Revendicari: 1

Procedeul constd in aceea ca se dizolva separat Figuri: 2

As,S; si As,Se; in monoetanolamind sau etilen-
diamini la temperatura de 20...40°C, apoi ames-
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Descriere:

Inventia se referd la optoelectronicd, si anume la un procedeu de obtinere a materialului
fotosensibil in bazd de semiconductor calcogenic amorf Asy(Sx<Sei1x)s, care poate fi utilizat in calitate
de mediu de inscriere a imaginilor optice si holografice, senzori optici, in microlitografie etc.

Este cunoscut procedeul de preparare a straturilor subtiri ale compusilor calcogenici amorfi din
solventi ca As,S;, As,Se;, care constd in dizolvarea compusilor neorganici calcogenici amorfi in
etilendiamine, depunerea pe substraturi de sticld prin metoda ,,spin-coating” si uscarea ulterioara a lor
[1].

Dezavantajul acestui procedeu constd in dificultatea de a obtine un material compus mixt
As,(S¢Ser«)s. De obicei, sensibilitatea maxima la inscrierea informatiei holografice se atinge la
diferite lungimi de unda in diferiti compusi micsti din semiconductori calcogenici amorfi de tipul
As,(S¢Se1.4)s, in care e necesar de determinat marimea lui x pentru domeniul dat de lungimi de unda.
Pentru a efectua procedeul de obtinere a straturilor subtiri de Asy(SxSe1x)s este necesar de a sinteza
compusi micsti cu diferiti parametri X, totodatd sunt necesare tehnologii sofisticate si costisitoare cu
aplicarea tehnicii de vid si temperaturi inalte pentru sinteza.

Cea mai apropiatd solutie de inventia propusad este procedeul chimic de depunere a straturilor
subtiri ale compusilor calcogenici ai metalelor, care constd in dizolvarea separatd a precursorilor
calcogenici ai metalelor in solventii organici amine cu masa moleculara mica, si anume :
n-propilamina, izo-propilamina, n-butilamina, sec-butilamina, izo-butilamina, pentilamina,
n-hexilamina, ciclohexilamina, fenilamina, piridina, anilina, aminotoluena, etanolamina, propanol-
amina, dietanolamina, dipropanolamina, trietanolamina, tripropanolamina si amestecarea lor pentru
formarea unei solutii complexe, depunerea solutiei complexe pe substrat, uscarea solventului de pe
substrat si tratarea termicd ulterioard a straturilor subtiri pentru finalizarea si formarea straturilor din
calcogene pe substrat [2].

Dezavantajul acestui procedeu consta in dificultatea de a obtine un material compus mixt
As,(S¢Ser«)s. De obicei, sensibilitatea maxima la inscrierea informatiei holografice se atinge la
diferite lungimi de unda in diferiti compusi micsti din semiconductori calcogenici amorfi de tipul
As,(S¢Se14)s, In care e necesar sd se determine valoarea lui x pentru domeniul dat de lungimi de
unda. Pentru a efectua procedeul de obtinere a straturilor subtiri de As,(ScSe;)s este necesar de a
sintetiza compusi micsti cu diferite valori ale lui X, totodatd sunt necesare tehnologii sofisticate si
costisitoare cu aplicarea tehnicii de vid si temperaturi inalte pentru sinteza.

Scopul inventiei constd in elaborarea unui procedeu de obtinere a materialelor din semiconductori
calcogenici amorfi micsti (de exemplu, As,(ScSe;)s, pentru x in intervalul 0 ...1, etc.) pentru
confectionarea diferitor medii fotosensibile in forma de straturi subtiri, fibre etc. pentru utilizarea lor
in industria optoelectronica.

Problema pe care o rezolvd prezenta inventie consta in simplificarea procedeului de obtinere a
unui mediu fotosensibil din semiconductori calcogenici amorfi micsti (de exemplu, Asy(SxSe1x)s,
pentru x in intervalul 0...1, etc.), evitdnd necesitatea de sinteza a semiconductorului calcogenic amorf
de componentd mixta cu ajutorul tehnicii de vid si alte operatii sofisticate, care asigura obtinerea unor
proprietiti fotosensibile optime pentru inscrierea informatiei holografice.

Esenta inventiei constd in aceea cd se dizolva separat As,S3 si AS,Se; in monoetanolamina sau
etilendiamind la temperatura de 20...40°C, apoi amestecurile se ricesc pand la temperatura camerei si
se amesteca intr-un raport determinat de valoarea x, dupa care amestecul se depune pe un suport si se
usuci cu aer avand temperatura de pana la 40°C, timp de 2 ore.

Inventia are anumite avantaje:

e posibilitatea de a obtine mai simplu un material cu fotosensibilitate optima pentru inscrierea
informatiei holografice;

e obtinerea unui numir mai mare de semiconductori calcogenici amorfi mixti din compusi
binari etc. pentru prepararea materialelor fotosensibile in diapazonul dat de lungimi de unda;

e pentru obtinerea compusului nu este necesar de a sintetiza semiconductori calcogenici amorfi
mixti la temperaturi inalte cu aplicarea tehnicii de vid,;

e posibilitatea de dirigare a tehnologiei, a proprietitilor optice, si a altor parametri ai
composului prin variatia componentei mixte.

Rezultatul inventiei consta in elaborarea unui procedeu de obtinere a mediului fotosensibil din
semiconductori calcogenici amorfi micsti (de exemplu, Asy(S,Se;.)s, pentru x in intervalul 0...1),
evitind necesitatea de sintezd a semiconductorului calcogenic amorf de componentd mixtd cu
aplicarea tehnicii de vid, a temperaturilor inalte si alte operatii sofisticate, care asigurd proprietati
fotosensibile optime pentru inscrierea informatiei holografice.
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4

Rezultatul inventiei este cauzat de gradul inalt de omogenitate al compusilor fotosensibili con-
fectionate din solutii de semiconductori calcogenici amorfi micsti, cu obtinerea fotosensibilitatii
optime a materialului §i corespunzitor a proprietatilor lui fotooptice.

Exemple de realizare a inventiei

Exemplul 1

Procedeul de obtinere a compusului fotosensibil din As,(SySe1.x)s etc. pentru x = 1/3.

in conditii normale de temperatura si presiune se pregitesc 2 tipuri de solutii.

1. Solutia 1 contine semiconductorul calcogenic amorf As,S3 in monoetanolamina in urmatorul
raport cantitativ:

As,S;3 15 mg,

Monoetanolamina 0,5 ml.

Solutia 2 contine semiconductorul calcogenic amorf As,Se; in monoetanolamind in urmétorul
raport cantitativ:

As,Se; 30 mg,

Monoetanolamind 0,5 ml.

Solutiile 1 si 2 se pregitesc la temperatura de 40 °C timp de 20...30 ore.

Dupa récirea pana la temperatura camerei solutiile 1 si 2 se amestecd minutios impreund timp de
10 min i se utilizeaza in decurs de 2 ore. Solutia finald obtinuta reprezinta un lichid omogen.

Din solutia complexa finala se confectioneaza probele necesare pe diferite substraturi (din sticla,
polietilentereftalat etc.), straturi, fibre etc., se usuca in aer la temperaturi de pana la 40 °C timp de 2
ore.

Exemplul 2

Procedeul de obtinere a compusului fotosensibil din As,(S,Sey.)s etc. pentru x = 3/7.

in conditii normale de temperatura si presiune se pregitesc 2 tipuri de solutii.

Solutia 1 contine semiconductorul calcogenic amorf As,S; in monoetanolamind in urmétorul
raport cantitativ:

As,S;3 50 mg,

Monoetanolamina 1,0 ml.

Solutia 2 contine semiconductorul calcogenic amorf As,Se; in monoetanolamind in urmétorul
raport cantitativ:

As,Se; 50 mg,

Monoetanolamina 1,0 ml.

Solutiile 1 si 2 se pregitesc la temperatura de 40 °C timp de 20...30 ore.

Dupa racirea pana la temperatura camerei solutiile 1 si 2 se amesteca minutios Impreund timp de
10 min i se utilizeaza in decurs de 2 ore. Solutia finala obtinuta reprezinta un lichid omogen.

Din solutia complexa finald se confectioneaza probele necesare pe diferite substraturi (sticl,
polietilentereftalat etc.), straturi, fibre etc., se usuca in aer la temperaturi de pana la 40 °C timp de 2
ore.

Exemplul 3

Procedeul de obtinere a compusului fotosensibil din As,(S,Seyy)s etc. pentru x = 0,5.

in conditii normale de temperatura si presiune se pregitesc 2 tipuri de solutii.

Solutia 1 contine semiconductorul calcogenic amorf As,S; in monoetanolamind in urmétorul
raport cantitativ:

As,S;3 50 mg,

Monoetanolamina 1,0 ml.

Solutia 2 contine semiconductorul calcogenic amorf As,Se; in monoetanolamina in urmatorul
raport cantitativ:

As,Se; 50 mg,

Monoetanolamina 1,0 ml.

Solutiile 1 si 2 se pregitesc la temperatura de 40 °C timp de 20...30 ore.

Dupa récirea pana la temperatura camerei solutiile 1 si 2 se amestecd minutios impreund timp de
10 min i se utilizeaza in decurs de 2 ore. Solutia finald obtinuta reprezintd un lichid omogen.

Din solutia complexa finald se confectioneaza probele necesare pe diferite substraturi (sticl,
polietilentereftalat etc.), straturi, fibre etc., se usuca in aer la temperaturi de pana la 40 °C timp de 2
ore.

Exemplul 4

Procedeul de obtinere a compusului fotosensibil din As,(ScSe;4)s etc. pentru x = 5/7.

in conditii normale de temperatura si presiune se pregitesc 3 tipuri de solutii.
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Solutia 1 contine semiconductorul calcogenic amorf As,S; in monoetanolamind in urmatorul
raport cantitativ:

As,S; 50 mg,

Monoetanolamina 1,0 ml.

Solutia 2 contine semiconductorul calcogenic amorf As,Se; in monoetanolamind in urmétorul
raport cantitativ:

As,Se; 50 mg,

Monoetanolamina 1,0 ml.

Solutiile 1 si 2 se pregitesc la temperatura de 40 °C timp de 20...30 ore.

Dupa récirea pana la temperatura camerei solutiile 1 si 2 se amestecd minutios impreund timp de
10 min si se utilizeaza in decurs de 2 ore. Solutia finald obtinuta reprezinta un lichid omogen.

Din solutia complexa finald se confectioneaza probele necesare pe diferite substraturi (sticla,
polietilentereftalat etc.), straturi, fibre etc., se usuca in aer la temperaturi de pana la 40 °C timp de 2
ore.

Materialul fotosensibil din solutia complexd se confectioneazd prin metode de depunere
cunoscute in literaturd: metoda de depunere prin picaturi, metoda de ,,menisc”, metoda de centrifuga
cu ajutorul unor dispozitive mecanice etc.

Grosimea stratului de material fotosensibil este dirijabila si variazd in functie de concentratia
materialului in solutie, de tehnologia de depunere etc.

Straturile de material se usuci la aer, apoi se menin 5...6 ore in etuvi la 40 °C, apoi 3...4 ore in
etuva cu vid la 0...40 °C. Grosimea straturilor fotosensibile constituie de obicei 0,2 ... 6,0 2m.
Proprietatile optice ale straturilor fotosensibile au fost cercetate prin metode spectrale.

Inventia se explica prin desenele din fig. 1, 2, care reprezinta:

- fig.1, schema mostrei cu materialul fotosensibil, unde pe suportul din polientereftalat sau sticla 3
preventiv acoperit cu un strat subtire de metal (cu rezistivitatea superficiala de 10° Om/cm?, grosimea
de ~ 100 A) 2 se depune stratul din compus fotosensibil 1;

- fig. 2, spectrul de transmisie al stratului subtire din compus Asy(S,Se1.x)3 pentru x = 0,56.

in tabel sunt prezentate datele caracteristice obtinute experimental din masurarile spectrale al
transparentei.

Dupa cum se observa din fig. 2 si tabel spectrele de transparenta opticd au pragul de absorbtie ce
corespunde pragului de absorbtie cunoscut din literaturd pentru aceiasi compusi din semiconductori
calcogenici amorfi respectivi (M. Popescu, A. Andries, V. Ciumas, M. Iovu, S. Sutov, D. Tiuleanu.
Fizica sticlelor calcogenice, ,,I.E.P. Stiinta”, Bucuresti, Chigindu, 1996, p. 486), obtinuti prin metoda
de evaporare in vid din material sintetizat aparte.

Tabel
Parametrii caracteristici ai straturilor subtiri din AS,(S,S€14)s
Denumirea substantei Banda energeticd interzisa
ASy(S,Se1.5)3, X a compusului, eV
1,75
0,33 1,96
0,43 2,02
0,50 2,11
0,56 2,16
1,0 2,45
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(57) Revendicari:

Procedeu de obtinere a materialului fotosensibil in bazd de semiconductor calcogenic amorf
As,(S«Se14)s, care constd in aceea cad se dizolva separat As,Sz si As;Se; in monoetanolaminid sau
etilendiamind la temperatura de 20...40°C, apoi amestecurile se ricesc pand la temperatura camerei si
se amestecd intr-un raport determinat de valoarea x, dupa care amestecul se depune pe un suport si se
usuci cu aer avand temperatura de pana la 40 °C, timp de 2 ore.

(56) Referinte bibliografice:
1. Chern G.and Lauks I. Spin-coating amorphous chalcogenide films. J. Appl. Phys. 53(10),
October, 1982, 6979-6982
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